

















































きる｡我々の研究室ではこれまでにA uger電子分光法を用いて､N e KLL､
A r LMM､ K r MNN-､Ⅹ e NOO A uger過程におけるPCI効果日や､
A r 2p､K r 3d､Ⅹ e 4d電子電態断面積の滑走を行っている｡ これ らのような内
殻電敦状鹿か ら戯曲起する際のfluorescenceyieldは非常に小さいので全A uger
電子放出断面積水内殻電能斬面積になる｡.国1は A r､ K r､ Ⅹ e の内放電態斬面
積について過去に測定された着果であるが､Ⅹe 4d電子電離の葛含のみ二つのピーク
が見 られその儀がかなり大きいことがわかる｡ とれは4d軌道電子を持つ庶子やイオン
















continuu皿doubleAugerはスペク トル上でピークとな らないため､ スペク トルから強
度を直接求めることはできないのでVight2)らが封建 したcontinuundoubleAuger過程
と他の二つのApger過程の起こる比の億を用いて全強度に加え.る｡ しきい値付近
における衝突エネルギーの載iEはⅩeにHeを混合 し､ He 2S2p(lP)一ls(2S)
自動電龍ライン(35.54eV)と単性散乱スペクトルとを同時に親潮することにより行わ
れる｡斬面積の絶対値を決めるためには我々の装置のアナライザーの検出効率を知る
必要が′あ り､そのために N502.30 2.3 (lS8) Auger電子と同じエネルギーの
30eV弾性散乱電子の強度を測定 し､これを現に知 られている絶対微分断面積の億に親
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